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(57) Abstract: The invention relates to a method of transferring a thin film onto a first support (18), comprising the following steps 
consisting in: supplying a structure comprising a film (3) of which at least one part originates from a solid substrate of a first material 
and which is solidly connected to a second support (6, 10) having a thermal expansion coefficient that is different from that of the 

^| first material and close to that of the first support, forming an embrittled area (14) inside the film (3) that defines the thin film to be 
transferred, affixing the film (3) that is solidly connected to the second support (6, 10) to the first support (18), and breaking the film 

O (3) at the embrittled area (14). 
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(57) Abrege : Un procede de report d'une couche mince sur un premier support (18), comprend les etapes suivantes : - fourniture 
d'une structure comportant une couche (3) dont une partie au moins est issue d'un substrat massif d'un premier materiau et solidaire 
d'un second support (6, 10) presentant un coefficient de dilatation thermique different de celui du premier materiau et proche de 
celui du premier support ; - formation dans la couche (3) d'une zone fragilisee enterree (14) delimitant la couche mince a reporter ; 
- collage de la couche (3) solidaire du second support (6, 10) sur le premier support (18) ; - fracture de la couche (3) au niveau de la 
zone fragilisee (14). 
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Procede de report d'une couche mince sur un support 



L'invention concerne un procede de report d f une couche mince sur 
un support. Par couche mince, on entend une couche d'epaisseur typiquement 
inferieure a 1 |jm. 

Dans le cadre de la realisation de structures empilees formees 
notamment par des couches minces portees par un support (par exemple un 
substrat), il a deja ete propose de realiser le report d'une couche mince sur le 
support selon un procede qui comprend les etapes principales suivantes : 

- la formation d'une zone fragilisee a une profondeur donnee d'un 
substrat constitue du materiau qui doit former la couche mince, par exemple par 
implantation d'un gaz a cette profondeur ; 

- le collage du substrat implante (dit substrat donneur) sur le 
support, par exemple par collage moleculaire ; 

- la separation du substrat donneur ampute de la couche mince 
(situee entre la zone fragilisee et la surface initiate du substrat donneur) et du 
support qui porte alors la couche mince, par fracture (en general lors d'une 
etape de traitement thermique, couramment entre 200°C et 600°C) au niveau 
de la zone precedemment fragilisee. 

Une telle solution est decrite par exemple dans la demande de 
brevet FR 2 681 472 ; elle permet par exemple de deposer une couche mince 
de silicium sur un support constitue d ! un substrat en silicium recouvert d'une 
couche mince d'oxyde de silicium (Si0 2 ) isolant, afin d'obtenir une structure de 
type SOI (de I'anglais "Silicon-On-lnsulator", c'est-a-dire silicium sur isolant). 

Si le procede brievement decrit ci-dessus peut etre applique tel quel 
dans le cas qui vient d'etre mentionne, certaines difficultes peuvent survenir lors 
de ('application de maniere classique de ce procede dans des contextes 
differents f par exemple lorsque le substrat donneur et le support ont des 
caracteristiques mecaniques tres differentes. 
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C'est notamment le cas lorsque Ton souhaite remplacer la couche 
mince de silicium par une couche mince de germanium (Ge) dont certaines 
proprietes electroniques sont avantageuses (telle que la mobilite des porteurs 
electriques, ce qui permet une amelioration des performances des circuits 
5 realises sur germanium). 

La realisation d'une telle structure (denommee GeOI, pour 
"Germanium-On-lnsulator", c'est-a-dire germanium sur isolant) au moyen du 
precede precedemment evoque a par exemple fait I'objet de Particle 
"Germanium-On-lnsulator (GeOI) Structure Realized by the Smart Cut™ 

10 Technology, de F. Letertre et al., in MRS proceedings, 809 B4.4 (2004). 

En I'espece, I'application classique du procede de report de la 
couche mince mentionnee precedemment conduit au collage d'un substrat de 
silicium sur un substrat implante de germanium, en vue de leur separation, au 
niveau de la zone fragilisee par I'implantation, par un traitement thermique. 

15 Cette solution est toutefois problematique du fait de la difference importante en 
termes de coefficient de dilatation thermique des deux materiaux utilises 
(2,6.10" 6 /°C pour le silicium et 5,8.10" 6 /°C pour le germanium). En effet, le 
relachement brutal, au moment de la fracture, des contraintes emmagasinees 
dans la structure peut occasionner la casse d'un substrat, voire des deux 

20 substrats. 

II est egalement propose dans Tarticle precite de realiser 
I'implantation dans une couche de germanium, dont I'epaisseur peut varier d'un 
a quelques microns et formee par epitaxie a la surface d'un substrat de silicium 
standard (de 750 urn d'epaisseur). Ainsi, la structure soumise au traitement 
25 thermique de separation se comporte comme une homo-structure du fait de la 
faible epaisseur de germanium devant celle des deux substrats de silicium. 

Cette derniere solution est toutefois moins avantageuse sur le plan 
electronique du fait du nombre important de dislocations et d'une rugosite plus 
forte dans le germanium epitaxie. 
30 Une autre solution connue pour realiser une structure comportant 

une couche d'un premier materiau sur un substrat d'un second materiau est, 
apres assemblage d'un substrat du premier materiau avec le substrat du 
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second material), de proceder a un amincissement mecano-chimique du 
substrat du premier materiau. Cependant, cette technique ne peut etre utilisee 
pour obtenir des couches minces de I'ordre du micron avec une bonne 
homogeneite d'epaisseur. En effet, par cette technique, plus I'amincissement 

5 est important, plus la couche residuelle est inhomogene en epaisseur. 

Afin de resoudre ces differents problemes, et de proposer ainsi une 
solution qui combine notamment une mise en oeuvre simple, une bonne tenue 
mecanique lors de I'etape de traitement thermique de fracture et de bonnes 
proprietes cristallines electriques de la structure obtenue, I'invention prevoit un 

10 procede de report d'une couche mince d'un premier materiau sur un premier 
support forme d'un second materiau, caracterise par les etapes suivantes : 

- fourniture d'une structure comportant une couche dont une partie 
au moins est issue d'un substrat massif du premier materiau et qui est solidaire 
d'un second support forme d'un troisieme materiau presentant un coefficient de 

15 dilatation thermique different de celui du premier materiau et proche de celui du 
second materiau ; 

- formation dans la couche d'une zone fragilisee enterree a une 
profondeur donnee delimitant dans la structure la couche mince a reporter ; 

- collage de la couche solidaire du second support sur le premier 

20 support ; 

- fracture de la couche au niveau de la zone fragilisee incluant au 
moins une etape de traitement thermique. 

Dans un tel procede, le second support permet une bonne 
cooperation mecanique avec le premier support (evolution similaire en 
25 temperature des second et troisieme materiaux), independamment du materiau 
de la couche mince a reporter (premier materiau). 

L'epaisseur de la couche est de preference telle que le 
comportement mecanique en temperature de la structure obtenue apres collage 
est impose par le second support et le premier support. L'epaisseur de la 
30 couche est ainsi suffisamment fine pour ne pas intervenir dans le comportement 
mecanique en temperature de la structure obtenue apres collage. L'etape de 
fracture se produit ainsi dans de bonnes conditions quel que soit ce materiau, 
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ce qui permet de le choisir librement, pour ses proprietes electriques par 
exemple. 

Selon Tinvention, les materiaux et les epaisseurs mis en jeu, et 
notamment I'epaisseur de la couche de premier materiau, sont choisis de sorte 
5 que le relachement des contraintes emmagasinees dans la structure au 
moment de la fracture n'entraine pas la casse de Tune ou Tautre des structures 
obtenues apres fracture. 

L'etape de fracture peut egalement comprendre une etape 
duplication de sollicitations mecaniques : forces mecaniques (insertion d'une 
10 lame, effort de traction et/ou flexion et/ou cisaillement) et/ou ultrasons ou micro- 
ondes ; I'etape de formation d'une zone fragilisee peut quant a elle etre realisee 
par implantation d'une ou plusieurs especes gazeuses. 

Le coefficient de dilatation thermique du premier materiau est par 
exemple different d ! au moins 10 % du coefficient de dilatation thermique de 
1 5 chacun des second et troisieme materiaux. 

On peut choisir le coefficient de dilatation thermique du second 
materiau different de moins de 10 % du coefficient de dilatation thermique du 
troisieme materiau. On peut alors considerer que la structure obtenue apres 
collage se comporte comme une homo-structure. Le second materiau est par 
20 exemple identique au troisieme materiau. 

L'epaisseur de la couche solidaire du second support est par 
exemple inferieure a 15 % de I'epaisseur du second support, ce qui permet 
d'eviter toute influence mecanique notable de cette couche sur la structure 
issue de I'etape de collage, et notamment de limiter I'energie elastique stockee 
25 dans la structure lors d'un traitement thermique. Cette epaisseur doit bien sOr 
etre choisie en fonction de la difference des coefficients de dilatation thermique 
existant au sein de la structure et de la temperature que devra pouvoir 
supporter cette structure. Plus cette temperature sera basse, plus I'epaisseur 
de la couche solidaire du second support pourra etre importante. De meme, 
30 plus la difference de coefficients de dilatation thermique sera faible, plus cette 
epaisseur pourra etre importante. 
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Le second materiau est par exemple du silicium. Le premier materiau 
peut quant a lui etre du germanium. 

L'epaisseur de la couche du premier materiau (avant fracture) est par 
exemple comprise entre 1 pm et 50 pm. 
5 Selon un mode de realisation presente ci-apres, le procede peut 

comprendre une etape prealable de collage d'une plaque massive du premier 
materiau sur le second support, par exemple a chaud (typiquement entre 100°C 
et 200°C). Dans ce cas, la couche issue de la plaque et solidaire du second 
support peut etre obtenue par une etape d'amincissement de la plaque du 
10 premier materiau, par exemple par amincissement mecano-chimique (qui peut 
etre realise par un procede dit « grinding », puis par polissage). 

Le procede peut aussi comprendre une etape de depot par epitaxie 
du premier materiau sur une partie de la couche (couche residuelle) demeurant 
solidaire du second support apres fracture. La qualite cristalline de la couche 
15 residuelle etant bonne, celle de la couche epitaxiee le sera aussi. 

Ainsi, on peut utiliser la couche epitaxiee pour un nouveau report de 
couche mince, par exemple au moyen des etapes suivantes : 

- formation dans la couche epitaxiee d'une zone fragilisee enterree ; 

- collage de la couche epitaxiee sur un troisieme support ; 

20 - fracture de la couche epitaxiee au niveau de la zone fragilisee. 

Selon une possibility de mise en oeuvre du procede, la couche 
solidaire du second support est integralement issue du substrat massif. On 
assure ainsi une tres bonne qualite cristalline pour I'ensemble de la couche. 

Selon une autre possibility de mise en oeuvre, la couche solidaire du 
25 second support comporte une couche epitaxiee du premier materiau. Comme 
deja vu, ceci permet de continuer la realisation de reports de couches minces 
sur la base d'une couche residuelle, tout en conservant une bonne qualite 
cristalline grace a la partie issue du substrat massif. 

La couche solidaire du second support peut egalement comporter 
30 dans ce cas une couche epitaxiee d'un quatrieme materiau d'une epaisseur 
telle que sa structure cristalline est impartie par le premier materiau. On peut 
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ainsi utiliser cette couche a d'autres fonctions, sans qu'elle ne remette en cause 
la qualite cristaliine des couches du premier materiau. 

Par exennple, le procede peut comprendre une etape d'elimination de 
la couche epitaxiee du premier materiau apres fracture utilisant la couche 
5 epitaxiee du quatrieme materiau comme couche d'arret 

D f autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaitront a la lumiere de la description qui suit, faite en reference aux 
dessins annexes dans lesquels les figures 1 a 6 represented differentes etapes 
d'un exemple de procede conforme aux enseignements de I'invention. 
10 Sur ces figures, les differentes couches apparaissent avec des 

epaisseurs schematiques, et non directement proportionnelles a la realite, afin 
d'eclaircir leur presentation. 

Les differentes etapes d'un exemple de procede selon I'invention 
vont a present etre decrites en reference a ces figures. 
15 Dans cet exemple, on utilise une plaque de germanium 2 massif (qui 

a done de bonnes proprietes cristallines et electriques), ici d'un diametre 
typique de 200 mm et d'une epaisseur de 750 pm, sur laquelle on a depose une 
couche de surface d'oxyde de silicium 4 (Si0 2 ), par exemple par PECVD (pour 
« Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition », e'est-a-dire depot chimique 
20 en phase vapeur assiste par plasma) avec une chimie SiH 4 a 380°C, tel que 
represents en figure 1 . 

En variante, on pourrait utiliser une plaque de germanium 2 sans 
couche de surface, ou une ou plusieurs couches de surface d'une nature 
differente. 

25 La couche d'oxyde de silicium 4 peut eventuellement etre preparee 

par densification (par exemple sous azote a 600°C pendant une heure). La 
structure plaque de germanium 2 - couche d'oxyde de silicium 4 est ensuite 
preparee pour le collage decrit ci-apres, par exemple par nettoyage chimique 
et/ou polissage mecano-chimique pour un collage de type hydrophile. 

30 Cette structure representee a la figure 1 est ensuite collee sur un 

substrat 6 constitue d'un materiau dont le coefficient de dilatation thermique est 
different de celui du germanium, par exemple en silicium (Si), qui forme un 
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support, sur lequel a eventuellement ete formee une couche, par exemple une 
couche d'oxyde de silicium (Si0 2 ) 8 formee par oxydation thermique pour 
faciliter le collage ulterieur (les collages oxyde/oxyde etant bien maitrises). 

L'assemblage de la plaque de germanium 2 sur le substrat 6 en 
5 silicium (avec interposition eventuelle de couches d'oxyde de silicium 4, 8) est 
represents lors de son collage en figure 2. 

Ce collage peut etre consolide en etuve, par exemple a 200°C 
pendant deux heures. 

On pourra avantageusement prevoir de realiser ce collage a chaud, 
10 par exemple entre 100°C et 200°C, ce qui permettra de generer dans la 
structure des contraintes qui pourront venir compenser une partie des 
contraintes generees par les traitements thermiques ulterieurs et notamment le 
traitement thermique de fracture, reduisant ainsi les risques de casse. 

La plaque de germanium 2 est alors amincie, de preference par la 
15 combinaison d'une rectification suivie d'un polissage mecano-chimique et 
eventuellement d'une gravure chimique (le polissage permettant d'obtenir une 
bonne rugosite finale et la gravure chimique d'enlever les defauts crees par la 
rectification). D'autres techniques d'amincissement pourraient etre utilisees. 
dans la mesure ou elles garantissent I'integrite de la structure (notamment 
20 qu'elles ne necessitent pas de montee en temperature trop importante de la 
structure). 

Uepaisseur finale de germanium doit etre telle que le comportement 
mecanique de Passemblage germanium/silicium soit essentiellement dicte par 
le silicium 6, de sorte que cet assemblage se comporte mecaniquement en 

25 temperature comme une homo-structure, et plus precisement de sorte que 
Tenergie elastique emmagasinee dans la structure pendant les traitements 
thermiques ulterieurs, et notamment lors du traitement thermique de fracture (et 
plus particulierement au moment de la fracture de la structure), ne conduise pas 
a la casse de la structure. On choisira typiquement pour cette couche de 

30 germanium une epaisseur de 1 pm a 50 pm, par exemple de 20 pm. 
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On obtient alors la structure representee a la figure 3, qui se 
compose ainsi essentiellement cTun substrat 6 formant support (ici en silicium, 
avec une epaisseur typique de 750 pm pour un substrat de 200 mm de 
diametre), d'une couche intermediate 10 en oxyde de silicium (qui correspond 
5 a I'assemblage des deux couches en oxyde de silicium 4, 8 precedemment 
mentionnees) et d'une couche de germanium amincie 3, d'epaisseur reduite, 
par exemple de I'ordre de quelques micrometres a quelques dizaines de 
micrometres, par exemple de 20 pm. 

Du fait du procede utilise pour son obtention, la rugosite et la 
10 structure cristalline de la couche amincie de germanium 3 sont proches de 
celles d ! un substrat massif de germanium de sorte que les proprietes cristallines 
et electriques des couches minces formees comme decrit ci-apres a partir de la 
couche amincie de germanium 3 seront particulierement bonnes. 

Comme explique dans la suite, I'epaisseur reduite de la couche 
15 amincie de germanium 3 et son collage sur le substrat de silicium 6 formant 
support permettent toutefois d'obtenir une structure ayant un comportement 
mecanique different d ! un substrat massif de germanium, ce qui sera 
avantageusement utilise lors de I'etape de separation decrite plus bas. 

De plus, du fait de la plus grande conductivity thermique du silicium 
20 par rapport au germanium, cette structure (germanium/silicium) permet une 
meilleure evacuation de la chaleur pendant les etapes technologiques 
ulterieures que la solution utilisant un substrat de germanium. 

La structure qui vient d'etre decrite et representee a la figure 3 
constitue ainsi une structure donneuse particulierement avantageuse qui va 
25 permettre le report d'une couche mince, ici de germanium, comme decrit a 
present. 

Avant collage sur le support qui doit recevoir la couche mince (pour 
I'essentiel un substrat de silicium dans I'exemple decrit ici), on peut preparer la 
structure precedemment realisee et representee a la figure 3 par les etapes 
30 suivantes : 

- depot d'une couche de dioxyde de silicium (Si0 2 ), par exemple 
comme precedemment par PECVD ; 
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- densification facultative de la couche d'oxyde de silicium sous 
azote entre 400°C et 600°C pendant une heure ; 

- nettoyage et/ou polissage mecano-chimique (pour ameliorer la 
compatibility avec un collage hydrophile). 

5 En variante, il est bien sur possible de ne pas deposer d'oxyde et de 

preparer directement la surface de germanium en vue de son collage sur le 
support devant recevoir la couche mince. 

On forme par ailleurs une zone fragilisee 14 dans la couche amincie 
de germanium 3, a une profondeur qui correspond a I'epaisseur de la couche 

10 mince que Ton souhaite reporter (en general de I'ordre de quelques centaines 
de nanometres, par exemple entre quelques dizaines et 1000 nm), par exemple 
par implantation d'especes gazeuses, ici des ions hydrogenes (H + ), avec une 
energie comprise entre quelques keV et 250 keV et une dose comprise entre 
3.10 16 et 7.10 16 H + /cm 2 ; typiquement, avec une energie d'implantation de 100 

15 keV et une dose de 5.10 16 , on obtient une profondeur d'implantation d'environ 
700 nm. 

L'etape d'implantation est par exemple realisee apres la formation de 
la couche d'oxyde de silicium (Si0 2 ) et avant nettoyage de la surface. 

Apres cette etape d'implantation et ces etapes eventuelles de 
20 preparation, la structure donneuse est done construite comme represents a la 
figure 4. 

Cette structure est alors collee (au niveau de la couche d'oxyde de 
silicium 12 deposee sur la couche amincie de germanium 3, e'est-a-dire au 
niveau de la surface de cette derniere qui a subi I'implantation), par exemple 

25 par un collage hydrophile sur le support sur lequel doit etre reportee la couche 
mince, constitue ici principalement d'un substrat en silicium 18 (en general 
d'epaisseur de I'ordre de 750 pm pour un substrat de 200 mm d'epaisseur), 
recouvert par une couche d'oxyde de silicium (Si0 2 ) 16. 

On obtient ainsi ('assemblage represents a la figure 5, que Ton va 

30 soumettre a une etape de traitement thermique, en general entre 200°C et 
500°C (ici par exemple 330°C), afin de former une fracture au niveau de la zone 
fragilisee 14. 
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On realise ainsi la separation du support forme par le substrat en 
silicium 18 recouvert par la couche d'oxyde de silicium 16, qui porte desormais 
une couche mince de germanium 22 (issue de la couche amincie 3), et de la 
structure donneuse pelee de cette couche mince transferee, comme represents 
5 a la figure 6. 

Du fait de la faible epaisseur de la couche amincie de germanium 3 
par rapport aux substrats en silicium 6, 18 (schematiquement representee sur 
les figures, en pratique dans un rapport de I'ordre d'au moins 1 a 10) et de la 
compatibility mecanique (ici en termes de dilatation thermique) des deux 

10 substrats 6, 18 (ici realises dans le meme materiau), I'assemblage 
precedemment mentionne (et represents a la figure 5) se comporte pour 
I'essentiel comme une homo-structure et a done un bon comportement 
mecanique lors de l'etape de traitement thermique de fracture, sans risque 
majeur de formation de cassures. 

15 Le relachement de I'energie elastique emmagasinee dans la 

structure au moment de la fracture est contrdle et ne conduit pas a la casse des 
structures obtenues apres fracture. 

Apres l'etape de fracture de la zone fragilisee (et par consequent de 
separation de I'assemblage de la figure 5), le substrat en silicium 18 recouvert 

20 de la couche d'oxyde de silicium 24 porte done une couche mince de 
germanium 22 avec de bonnes proprietes electriques du fait que cette couche 
mince 22 est issue de la couche amincie de germanium 3 dont les proprietes 
electriques sont proches de celles de la plaque de germanium 2 initiale comme 
deja mentionne. 

25 On obtient ainsi, apres d'eventuels traitements de finition du type 

polissage et recuit thermique, une plaque de GeOI {I.e. de germanium sur 
isolant) avec des proprietes electriques de la couche de germanium 
particulierement interessantes. 

La structure donneuse, constitute principalement du substrat de 

30 silicium 6 et de ia couche residuelle de germanium 20 (couche amincie de 
germanium 3 pelee de la couche mince 22), peut alors etre recyclee (par 
exemple par des techniques de rectification et/ou polissage) afin d'etre a 
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nouveau utilisee comme une structure donneuse pour le report d'une nouvelle 
couche mince de germanium, dans ce cas issue de la couche residuelle 20 (en 
effet, meme pelee de la couche mince 22, la structure donneuse est 
essentiellement constitute comme elle Petait au prealable, comme represents a 
5 la figure 3). 

Selon une possibility de realisation avantageuse, la couche amincie 
3 ou la couche residuelle 20 de germanium de la structure donneuse peut servir 
de germe pour Pepitaxie de germanium sur cette structure. Du fait de la qualite 
cristalline de la couche amincie (ou residuelle), la qualite cristalline de cette 
10 couche epitaxiee sera proche de celle d'un substrat massif de germanium 
(souvent denomme germanium « hulk »). On pourra ainsi reiterer le processus 
de report de couche mince en utilisant la couche epitaxiee. 

En variante, on peut egalement prevoir d'epitaxier (sur la couche 
amincie 3 ou la couche residuelle 20) successivement et iterativement du 
15 germanium (sur une epaisseur de quelques microns, par exemple 2 pm) et du 
silicium (typiquement avec une epaisseur de quelques nanometres) pour former 
un empilement alternatif de ces deux materiaux : Si/Ge/Si/Ge etc. 

La faible epaisseur des couches epitaxiees de silicium permet au 
germanium d'imposer son parametre de maille et ainsi de maintenir une bonne 
20 qualite cristalline des couches epitaxiees de germanium. 

II faut en revanche s'assurer que I'epaisseur combinee des couches 
epitaxiees et de la couche de germanium initiale 3, 20 reste suffisamment faible 
pour que le comportement mecanique en temperature de la structure obtenue 
soit impose par le substrat de silicium. 
25 Selon cette variante, on peut se servir de la couche mince de silicium 

comme couche d'arret lors des transferts successifs. 

On peut aussi utiliser le procede suivant : 

- on realise Timplantation dans la couche epitaxiee de germanium 
situee au sommet de Pempilement (couche exterieure) pour definir dans cette 

30 couche la couche mince a reporter ; 

- on realise le report de la couche mince comme indique ci-dessus ; 



WO 2007/020351 PCT/FR2006/001945 

12 



- on elimine le reste de la couche exterieure de germanium par 
gravure selective (par exemple H2O2) ; 

- on elimine ensuite la couche d'arret de silicium par gravure 
selective (par exemple a base de TMAH - hydroxyde de 

5 tetramethylammonium) ; 

- on reitere le processus sur la couche de germanium suivante. 

Ce procede permet d'eviter la mise en oeuvre d'un polissage apres 
fracture et ainsi les inhomogeneites d'epaisseur qui en decoulent generalement. 

Les exemples qui viennent d'etre decrits ne constituent que des 
10 modes possibles de realisation de rinvention qui ne s f y limite pas. 
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REVEND I CATIONS 

5 1 . Procede de report d'une couche mince (22) d'un premier material! 

sur un premier support (18, 24) forme d'un second materiau, caracterise par les 
etapes suivantes : 

- fourniture d'une structure comportant une couche (3) dont une 
partie au moins est issue d'un substrat massif du premier materiau et qui est 

10 solidaire d'un second support (6, 10) forme d'un troisieme materiau presentant 
un coefficient de dilatation thermique different de celui du premier materiau et 
proche de celui du second materiau; 

- formation dans la couche (3) d'une zone fragilisee enterree (14) a 
une profondeur donnee delimitant dans la structure la couche mince (22) a 

15 reporter; 

- collage de la couche (3) solidaire du second support (6, 10) sur le 
premier support (18, 24) ; 

- fracture de la couche (3) au niveau de la zone fragilisee (14) 
incluant au moins une etape de traitement thermique. 

20 

2. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 1, 
dans lequel I'epaisseur de la couche (3) est telle que le comportement 
mecanique en temperature de la structure obtenue apres collage est impose 
par le second support (6, 10) et le premier support 

25 

3. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 1 ou 
2, dans lequel Petape de fracture comprend egalement une etape d'application 
de sollicitations mecaniques. 

30 4. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 

revendications 1 a 3, dans lequel I'etape de formation d'une zone fragilisee est 
realisee par implantation d'au moins une espece gazeuse. 
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5. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
revendications 1 a 4, dans lequel le coefficient de dilatation thermique du 
premier materiau est different d'au moins 10 % de chacun des coefficients de 

5 dilatation thermique des second et troisieme materiaux. 

6. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
revendications 1 a 5, dans lequel le coefficient de dilatation thermique du 
second materiau est different de moins de 10 % du coefficient de dilatation 

10 thermique du troisieme materiau. 

7. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 6, 
dans lequel le second materiau est identique au troisieme materiau. 

15 8. Procede selon Tune des revendications 1 a 7, dans lequel 

I'epaisseur de la couche (3) solidaire du second support (6, 10) est inferieure a 
15 % de I'epaisseur du second support (6, 10). 

9. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
20 revendications 1 a 8, dans lequel le second materiau est du silicium. 

10. Procede de report d f une couche mince selon Tune des 
revendications 1 a 9, dans lequel le premier materiau est du germanium. 

25 11. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 

revendications 1 a 10, dans lequel I'epaisseur de la couche est comprise entre 
1 jjm et 50 (jm. 

12. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
30 revendications 1 a 1 1, comprenant une etape prealable de collage d'une plaque 
massive (2) du premier materiau sur le second support (6, 8). 
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13. Precede de report d'une couche mince selon la revendication 12, 
dans lequel I'etape de collage est realisee a une temperature comprise entre 
100°C et 200°C. 

5 14. Procede de report d ! une couche mince selon la revendication 12 

ou 13, comprenant une etape d'amincissement de ladite plaque (2) afin 
d'obtenir la couche (3) solidaire du second support (6, 10). 

15. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
10 revendications 1 a 14, comprenant une etape de depot par epitaxie du premier 

materiau sur une partie (20) de la couche (3) demeurant solidaire du second 
support (6) apres fracture. 

16. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 15, 
15 comprenant les etapes suivantes : 

- formation dans la couche epitaxiee d'une zone fragilisee enterree ; 

- collage de la couche epitaxiee sur un troisieme support ; 

- fracture de la couche epitaxiee au niveau de la zone fragilisee. 

20 17. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 

revendications 1 a 16, dans lequel la couche solidaire du second support est 
integralement issue du substrat massif. 

18. Procede de report d'une couche mince selon Tune des 
25 revendications 1 a 17, dans lequel la couche solidaire du second support 

comporte une couche epitaxiee du premier materiau. 

19. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 18, 
dans lequel la couche solidaire du second support comporte une couche 

30 epitaxiee d'un quatrieme materiau d'une epaisseur telle que sa structure 
cristalline est impartie par le premier materiau. 
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20. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 18, 
comprenant une etape d'elimination de la couche epitaxiee du premier material! 
apres fracture utilisant la couche epitaxiee du quatrieme materiau comme 
couche d'arret. 
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